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【はじめに】 AlGaN/GaN 系 HEMT の低抵抗オーミック電極形成技術では、AlGaN のバリア

層を介して 2DEGにコンタクトをとる必要がある。その形成技術は経験的最適化によるところが

多く、その機構解明や制御技術にもまだ課題が多い。現在、局所的な合金化による電極侵入[1]や

窒素欠損による AlGaN 層のｎ形化[2]などを利用したコンタクトが使われている。AlGaN 層は、

コンタクトの障壁になる一方、2DEGの高密度誘起に一定の厚さが必要であり[3]、低抵抗コンタ

クト形成においてこれらはトレードオフの関係にあると考えられる。従って、コンタクト形成機

構に依存した AlGaN層厚の最適化が必要なはずである。また、コンタクト特性の層厚依存性の評

価はコンタクト形成機構を推測する手段にもなり得ると考えられる。 

【実験】 Fig.1に示すように、同一の Al0.25Ga0.75N/GaNエピ基板から、我々の開発したオゾン

酸化エッチング法[4]で AlGaN 層をエッチングし、その層厚が 11.6〜30.0nm の間で異なる基板

を製作し、TLMパターンのオーミック電極を形成した。電極は、積層堆積法による TiSi2(20nm)

を用い、熱処理温度を上げながらオーミック性の発現とコンタクト抵抗を評価した。 

【結果】 まず、AlGaN 層厚が薄いほど低温アニールでオーミック特性を発現した。Fig. 2 に、

オーミック特性を示した場合のコンタクト

抵抗の AlGaN層厚およびアニール温度依存

性を示す。層厚 16.2〜30.0nmでは温度と共

に抵抗が下がる傾向を共通に示したのに対

し、11.6nm では温度にあまり依存せず変動

の大きい特性が得られた。また、これより薄

い場合にはオーミック特性は得られなかっ

た。発表では、TiAl 系など異なる種類の電

極でも同様の評価をし、コンタクト形成機構

の観点から比較検討を報告する予定である。
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Fig. 1 Schematic of fabricated device. 

Fig. 2  Annealing temperature vs. contact resistance of 

TiSi2 contacts for various AlGaN thicknesses. 
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